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2015 年 4 月

FPF1C2P5MF07AM
用于 PV 应用的 F1 模块解决方案

概述

Fairchild 的新型 DC-AC 模块设计用于需要更紧凑型设计的功率

平台。另外，压装技术提供简单、可靠的安装。该模块已针对需
要高效率和稳健型设计的应用诸如太阳能逆变器而优化。

电气特性

• 高效率

• 低导通损耗和开关损耗

• 低 VCE(sat)：1.1 V 典型值 @ IC=30 A

• 低 RDS(ON)：90 mΩ 最大

• 快速恢复体二极管

机械特性

• 结构紧凑 F1 封装

• 压装接触技术

应用

• 太阳能变频器

认证
• UL approved (E209204)

封装代码 F1

内部电路图

最大绝对额定值 TC =25°C，除非另有说明。

符号 描述 额定值 单位

整流二极管

VRRM 重复反向峰值电压 620 V

IFav 二极管正向连续电流 @ TC = 80°C 27 A

IFSM 二极管最大正向电流 245 A

I2t I2t 值 300 A2s

PD 最大功耗 @ TC = 25°C 77 W

TJ 工作结温 -40 至 +150 °C
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最大绝对额定值 TC = 25°C， 除非另有说明。（续）

符号 描述 额定值 单位

高端 IGBT

VCES 集电极－发射极之间电压 620 V

VGES 栅极－发射极间电压 ± 20 V

IC 集电极电流 @ TC = 80°C 39 A

ICM 集电极脉冲电流 90 A

IF 二极管正向连续电流 @ TC = 80°C 22 A

IFM 二极管最大正向电流 90 A

PD 最大功耗 @ TC = 25°C 231 W

TJ 工作结温 -40 至 +150 °C

低端 MOSFET

VDSS 漏极－源极电压 620 V

VGSS 栅极－源极电压 ± 20 V

ID 连续漏极电流 @ TC = 25°C 36 A

@ TC = 80°C 27 A

IDM 脉冲漏极电流 受限于最大结温。 156 A

IS 连续源漏极二极管正向电流 36 A

ISM 漏源极二极管最大正向脉冲电流 156 A

PD 最大功耗 @ TC = 25°C 250 W

TJ 工作结温 -40 至 +150 °C

功率模块

TSTG 存储温度 -40 至 +125 °C

VISO 绝缘电压 @ AC 1MIN 2500 V

绝缘材料 内部绝缘材料 Al2O3

FMOUNT 紧固力 20 至 50 N

重量 典型值。 22 g

爬电距离 端子到散热片 11.5 mm

端子到端子 6.3 mm

电气间隙 端子到散热片 10.0 mm

端子到端子 5.0 mm

封装标识与定购信息

器件 器件标识 封装 包装类型 数量 / 托盘

FPF1C2P5MF07AM FPF1C2P5MF07AM F1 托盘 22
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电气特性 TC = 25°C 除非另有说明。

* 注：上端 IGBT 为工频开关频率例如 50/60 Hz 做了优化

符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位

整流二极管

VF 二极管正向电压 IF = 30 A - - 1.9 V

IF = 30 A @TC = 125°C - 1.45 - V

IR 反向漏电流 VR = 620 V - - 25 mA

RθJC 结点 — 壳体的热阻 每只二极管 - - 1.62 °C/W

高端 IGBT

关断特性

BVCES 集电极 — 发射极击穿电压 VGE = 0 V, IC = 1 mA 620 - - V

ICES 集电极切断电流 VCE = VCES, VGE = 0 V - - 25 mA

IGES 集电极 — 发射极间漏电流 VGE = VGES, VCS = 0 V - - 2.5 mA

导通特性

VGE(th) 栅极 — 发射极阈值电压 VGE = VCE, IC = 30 mA 4 5.7 7 V

VCE(sat) 集电极 — 发射极间饱和电压 IC =30 A, VGE=15 V - 1.1 1.6 V

IC = 30 A, VGE = 15 V @TC = 125°C - 1.0 - V

IC = 60 A, VGE = 15 V - 1.4 - V

开关特性

Qg 总栅极电荷 VDS = 380 V, VGS = 0 V...+15 V,
IC = 30 A

- 214 - nC

RθJC 结点 — 壳体的热阻 每只 IGBT - - 0.54 °C/W

上端续流二极管

VFM 二极管正向电压 IF= 15 A, VGS = 0 V - 1.75 2.25 V

trr 反向恢复时间 IF= 15 A
dIF/dt = 1650 A/μs

- 30 - ns

Irr 反向恢复电流 - 27 - A

Qrr 反向恢复电荷 - 405 - nC

trr 反向恢复时间 IF= 15 A
dIF/dt = 1500 A/μs @TC = 125°C

- 43 ns

Irr 反向恢复电流 - 38 - A

Qrr 反向恢复电荷 - 814 - nC

RθJC 结点 — 壳体的热阻 每只二极管 - - 1.61 °C/W
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电气特性 TC = 25°C 除非另有说明。（续）

符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位

下端 MOSFET
关断特性

BVDSS 漏极－源极击穿电压 VGS = 0 V, ID = 1 mA 620 - - V

IDSS 零栅极电压漏极电流 VDS = 620 V, VGS = 0 V - - 25 mA

IGSS 栅极－体漏电流，正向 VGS = 20 V, VDS = 0 V 2.5 mA

导通特性

VGS(th) 栅极－源极阈值电压 VGS = VDS, ID = 250 mA 2.7 3.8 5.3 V

RDS(ON) 静态漏源极导通电阻 ID = 27 A, VGS = 10 V - - 90 mΩ
ID = 27 A, VGS = 10 V @TC = 125°C - 135 - mΩ
ID = 47 A, VGS = 10 V - 76 - mΩ

VSD 源极－漏极二极管正向电压 ISD = 27 A, VGS = 0 V - - 1.5 V

ISD = 47 A, VGS = 0 V - 1.3 - V

开关特性

td(on) 导通延迟时间 VCC = 380 V
ID = 27 A
VGS = 10 V
RG=10 Ω
感性负载
TC = 25°C

- 57 - ns

tr 上升时间 - 14 - ns

td(off) 关断延迟时间 - 240 - ns

tf 下降时间 - 20 - ns

EON 开通损耗每个脉冲 - 440 - mJ

EOFF 关断损耗每个脉冲 - 113 - mJ

td(on) 导通延迟时间 VCC = 380 V
ID = 27 A
VGS = 10 V
RG = 10 Ω
感性负载
TC = 125°C

- 53 - ns

tr 上升时间 - 16 - ns

td(off) 关断延迟时间 - 257 - ns

tf 下降时间 - 20 - ns

EON 开通损耗每个脉冲 - 719 - mJ

EOFF 关断损耗每个脉冲 - 124 - mJ

Qg 总栅极电荷 VDS = 380 V, VGS = 0V...+10 V,
ID = 27 A

- 155 - nC

RθJC 结点－壳体的热阻 每个芯片 - - 0.5 °C/W
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典型性能特征

图 1. 典型输出特性 -IGBT 图 2. 典型输出特性 -IGBT
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图 3. 典型饱和电压特性 -IGBT 图 4. 瞬态热响应曲线 -IGBT
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图 5. 典型正向压降 vs. 正向电流 — 上端续流二极管
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图 7. 输出特性 —MOSFET 图 8. 通态电阻变化 Vs. 漏极电流和栅极电压 —MOSFET

图 9. 通态电阻变化 Vs. 温度 —MOSFET 图 10. 体二极管正向电压变化 Vs. 源极电流和温度 —
MOSFET

图 11. 关断损耗 Vs. 栅极电阻值 —MOSFET 图 12. 开通损耗 Vs. 栅极电阻值 —MOSFET
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典型性能特征（接上页）

图 13. 关断损耗 Vs. 漏极电流 —MOSFET
 

图 14. 开通损耗 Vs. 漏极电流 —MOSFET
 

图 15. 瞬态热响应曲线 —MOSFET

图 17. 瞬态热响应曲线整流二极管
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图 16. 典型正向压降 Vs. 正向电流 — 整流二极管
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内部电路图

封装轮廓图
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